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В диссертации Соловьёва Я.А. систематизировалы теоретические 11

экспериментаlьЕые результаты процессов быстрой термической обработки (БТО) структур

Cr/Si, Ni/Si, Ni-Pt-V/Si, Ni-V/PVSi д,Iш получеЕиrI диодов Шоттки с ул}чшеIiЕыми
характеристикiми эuергоэффективяости, Выбршrяая автором темашка работы является

востребованвой и актуальной для производства йзделий микро- и ЕztЕоэлектроЕики.

Соловьёвьпl Я.А. полl.rеrты оригиIl&.IьЕые ваучвые резуrlьтаты, как п}тём физико-
математиqеского моделйроваIlиllj так и Еа ocIIoBe эксперимеЕтмьЕьD( исследований

разработаяньтх процессов, дополlulющих и подгверr(цающих теорию. Выводы и

рекомендацищ представлеЕяые в работе, поIиsЕо вытекают из пол)ченЕьтх результатов.
РезуJтьтаты работы опубликованы в одЕой коллективЕой монографии, в 17-тu

отечествеIIIIьIх и зарубехпьтх tlay.lяbD( яq?Емal\ (соответствlT ощих требованилм п.19

Положения о присуждеIlии учёЕых степевей), а также в д)умх рецеЕзируемьв шданиfi.
Результаты работы докладывались Еа Еа)лfiьIх коЕференциях раымцlого л)овЕя, а также

зацпцеIiы l8-ю патеЕтами евразиЙского патеIIтЕого ведомства и Ресrrублики Беларусь.

Следует отметить след}.ющие важflые ЕаучЕые теоретическлlе и эксперtrментмьtlые

резуrlьтаты, приведёЕIiые в диссертации:
- Разработана модифицированIrм модель rraгрева высоколемрованяых кремниевы-t

Iaпастин импульсом пекогереЕтItого йсто!шика изпуIеяия-
- УстановлеЕо, что БТО системы CTlSi при температуре 400-550 "С приводит к
волнообразЕоЙ морфологии поверхЕости, обусловлеЕвоЙ гснерациеЙ вакаЕсиЙ ]а счет

эффекта КиркеЕдала и их последуощей деформационпо-стимудироваЕяой диффузией.
- Показапо, что вьшолriение БТО системы Ni/Si в диztпазоЕе температур от 400 до 450 "С
вызБrвает формировмие структурЕо-одIiородного слоя NiSi с размераIrи криста,,шитов от

l00 до 200 Ем, сглажеIfl{ой грмицей раздела с ч)емнием и высотой барьера - 0,6З В.
- ВыявлеЕо, что проведевIiе БТО системы Ni-PЁv/Si при темлературе 450 500 "С
обусловлцвает образовмие фазы NiSi Еа эпитЕlкспаJlьЕьD{ к подJlоr(ке доменах p-NiзlSit:,

содержащих атомы pt, вяедрёЕЕые в зародыши растущей фазы силицида яа ранвих стад!IjD(

формирования с сегреIацией силицида платины Еа межзеренцьD( граIiйцaй, вкJIючм
гранtiцу раздела с кремЕием;
- БТо системы Ni-v/Pt/Si за счет ,аиффузии Si при температуре 400 'С, Ni при температуре

450 'С и Pt при температуре выпе 500,'С в результате поQледовательЕости переходов

PtSi+NiSi*NixPtYSi соответствеяно, цриводит к формированию Еа грмице разде"T а с Si

струк,т}ряо-однородrого слоя NixPtYSi со сгла)кеIiЕой морфологией и )ъ{еЕьшенной

дефектцостью граЕицы раздела.
Необходлмо отдеrIьЕо отм9тить, что диссертация Соловьёва Я.Д. имеет

экоЕомическ)aю зЕаtммость! которм заключается во вЕед)ении результатов в производство

на оАо <ИЕТЕГРАJl>.



Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь.

материал стр},кцрировм, представлеriltые в автореферме выводы логически обосповапы,

описанЕые методы иссдедований мЕогократяо апробированы, а их результаты достоверЕы,

По работе имеются Еекоторые замечаrrия:

l. Из автореферата Ее ясIiо чем при разработке техвологии формировавия силицrlдов

обусловлея выбор толщиIlы плеЕок исследуемьD( металлов З0-40 Ем? В то же время

в системе Ni-VPt/Si ислользовfi{ы плеЕки сплава Ni-v толщиной 20, 40 и 60 Ем.

2. В автореферате Ее предстzвлены резу,пътаты лtсследоваций морфологии слоев

методalми расlровой элеюроЕЕой микроскопии и (иJм) атомtlо-силовой

микроскопии, коюрые бьши бы весьма полезпыми дJur оцеtlки шероховатостп

поверхЕости и грzшиц раздела.
Вместе с тем указмЕые Еедостатки Ее сЕижают ва}^пtой и практиtlескOй зяачимости

диссертацйоItЕой работы.
Счптаем, чго соЕскатель Соловьёв Ярослав Алексмдрович заслуживает

прцсуждениll у.{ёЕой степеЕи доктора технцtIеских Еа}к по специа,'IьIrости 05.27.01

ТвердотельЕм элеltтроЕика, радиоэлектроIlЕые компонеltты, мицро- и навоэлектроIiика!

приборы Еа квавтовых эффектах.
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